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1093, ISSN: 0021-9991, doi: 10.1016/j.jcp.2007.08.036

173

2007

Articolo in rivista

LA VIAF, S. LEONE, M. MAUCERI, G. PISTONE, G. CONDORELLI, G.
ABBONDANZA, F. PORTUESE, G. GALVAGNO, S. DI FRANCO, L.
CALCAGNO, G. FOTI, G.L. VALENTE AND D. CRIPPA (2007). Very High
Growth Rate Epitaxy Processes with Chlorine Addition. MATERIALS
SCIENCE FORUM, vol. 556-557, ISSN: 0255-5476

174

2007

Contributo in Atti di convegno

Calcagno, L., 1zzo, G., Litrico, G., Galvagno, G., Firrincieli, A., Di Franco, S.,
Mauceri, M., Leone, S., Pistone, G., Condorelli, G., Portuese, F., Abbondanza,
G., Foti, G., La Via F (2007). Optimisation of epitaxial layer growth with HCI
addition by optical and electrical characterization. MATERIAL SCIENCE
FORUM, ISSN: 1662-9752

175

2007

Contributo in Atti di convegno

Masi, M., Veneroni, A., Fiorucci, A., La Via F, Foti, G., Mauceri, M., Leone, S.,
Pistone, G., Condorelli, G., Abbondanza, G., Valente, G.L., Crippa, D. (2007).
Film morphology and process conditions in epitaxial silicon carbide growth via
chlorides route. MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN: 1662-9752

176

2006

Articolo in rivista

A. RUGGIERO, S. LIBERTINO, F. ROCCAFORTE, LA VIAF, L.
CALCAGNO (2006). Effects of implantation defects on the carrier
concentration of 6H-SiC. APPLIED PHYSICS. A, MATERIALS SCIENCE &
PROCESSING, vol. 82, ISSN: 0947-8396

177

2006

Articolo in rivista

La Via F, Galvagno G, Firrincieli A, Di Franco S, Severino A, Leone S, Mauceri
M, Pistone G, Abbondanza G, Portuese F, Calcagno L, Foti G (2006). Effect of
dopant concentration on high voltage 4H-SiC Schottky diodes. MATERIALS
RESEARCH SOCIETY SYMPOSIA PROCEEDINGS, vol. 911, p. 443-448,
ISSN: 0272-9172
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178

2006

Articolo in rivista

La Via F, Galvagno G, Firrincieli A, Di Franco S, Severino A, Leone S, Mauceri
M, Pistone G, Abbondanza G, Portuese F, Calcagno L, Foti G (2006). High
growth-rate process in a SiC horizontal reactor with HCI addition: Structural
and electrical characterization. MATERIALS RESEARCH SOCIETY
SYMPOSIA PROCEEDINGS, vol. 911, p. 95-100, ISSN: 0272-9172

179

2006

Articolo in rivista

La Via F, Galvagno G, Roccaforte F, Giannazzo F, Di Franco S, Ruggiero A,
Reitano R, Calcagno L, Foti G, Mauceri M, Leone S, Pistone G, Portuese F,
Abbondanza G, Abbagnale G, Veneroni A, Omarini F, Zamolo L, Masi M,
Valente GL, Crippa D (2006). High growth rate process in a SiC horizontal
CVD reactor using HCl. MICROELECTRONIC ENGINEERING, vol. 83, p.
48-50, ISSN: 0167-9317, doi: 10.1016/j.mee.2005.10.023

180

2006

Articolo in rivista

Galvagno G, Roccaforte F, Ruggiero A, Calcagno L, Zanetti E, Saggio M,
Portuese F, La Via F (2006). Temperature dependence of the c-axis drift
mobility in 4H-SIC. MICROELECTRONIC ENGINEERING, vol. 83, p. 45-
47,1SSN: 0167-9317, doi: 10.1016/j.mee.2005.10.022

181

2006

Articolo in rivista

La Via F, Galvagno G, Foti G, Mauceri M, Leone S, Pistone G, Abbondanza G,
Veneroni A, Masi M, Valente GL, Crippa D (2006). 4H SiC epitaxial growth
with chlorine addition. CHEMICAL VAPOR DEPOSITION, vol. 12, p. 509-
515, ISSN: 0948-1907, doi: 10.1002/cvde.200506465

182

2006

Contributo in Atti di convegno

Leone, S., Mauceri, M., Pistone, G., Abbondanza, G., Portuese, F., Abagnale,
G., Valente, G.L., Crippa, D., Barbera, M., Reitano, R., Foti, G., La Via F
(2006). SiC-4H epitaxial layer growth using trichlorosilane (TCS) as silicon
precursor. MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN: 1662-9752

183

2006

Contributo in Atti di convegno

La Via F, Galvagno, G., Firrincieli, A., Roccaforte, F., Di Franco, S., Ruggiero,
A., Barbera, M., Reitano, R., Musumeci, P., Calcagno, L., Foti, G., Mauceri,
M., Leone, S., Pistone, G., Portuese, F., Abbondanza, G., Abagnale, G., Valente,
G.L., Crippa, D. (2006). Epitaxial layers grown with HCI addition: A
comparison with the standard process. MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN:
1662-9752

184

2006

Contributo in Atti di convegno

La Via F, Galvagno, G., Firrincieli, A., Roccaforte, F., Di Franco, S., Ruggiero,
A., Calcagno, L., Foti, G., Mauceri, M., Leone, S., Pistone, G., Abbondanza, G.,
Portuese, F., Abagnale, G., Valente, G.L., Crippa, D. (2006). Optimisation of
epitaxial layer growth by Schottky diodes electrical characterization.
MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN: 1662-9752

185

2005

Articolo in rivista

Roccaforte F, Libertino S, Giannazzo F, Bongiorno C, La Via F, Raineri V
(2005). Ion irradiation of inhomogeneous Schottky barriers on silicon carbide.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 97, ISSN: 0021-8979, doi:
10.1063/1.1928328
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186

2005

Articolo in rivista

Alberti A, Fronterre R, La Via F, Rimini E (2005). Effect of a Ti cap layer on
the diffusion of Co atoms during CoSi2 reaction. ELECTROCHEMICAL AND
SOLID-STATE LETTERS, vol. 8, p. G47-G50, ISSN: 1099-0062, doi:
10.1149/1.1846717

187

2005

Articolo in rivista

Roccaforte F, Di Franco S, Giannazzo F, La Via F, Libertino S, Raineri V,
Saggio M, Zanetti E (2005). Silicon carbide: Defects and devices. DIFFUSION
AND DEFECT DATA, SOLID STATE DATA. PART B, SOLID STATE
PHENOMENA, vol. 108-109, p. 663-670, ISSN: 1012-0394

188

2005

Articolo in rivista

LA VIAF, G. GALVAGNO, G. FOTI, M. MAUCERI, S. LEONE, G.
PISTONE, G. ABBONDANZA, A. VENERONI, M. MASI, G. L. VALENTE,
D. CRIPPA (2005). 4H SiC Epitaxial Growth with Chlorine Addition.
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION, vol. 12, ISSN: 0948-1907

189

2005

Articolo in rivista

D. CRIPPA, G.L. VALENTE, A. RUGGIERO, L. NERI, R. REITANO, L.
CALCAGNO, G. FOTI, M.MAUCERYI, S. LEONE, G. PISTONE, G.
ABBONDANZA, G.ABBAGNALE, A. VENERONI, F. OMARINI, L.
ZAMOLO, M. MASI, FROCCAFORTE, F. GIANNAZZO, S. DI FRANCO,
LA VIAF (2005). New Achievements on CVD Based Methods for SiC
Epitaxial Growth. MATERIALS SCIENCE FORUM, vol. 483-485, p. 67-70,
ISSN: 0255-5476

190

2005

Articolo in rivista

La Via F, Galvagno G, Roccaforte F, Ruggiero A, Calcagno L (2005). Drift
mobility in 4H-SiC Schottky diodes. APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 87,
ISSN: 0003-6951, doi: 10.1063/1.2081126

191

2005

Articolo in rivista

Calcagno L, Ruggiero A, Roccaforte F, La Via F (2005). Effects of annealing
temperature on the degree of inhomogeneity of nickel-silicide/SiC Schottky
barrier. JOURNAL OF APPLIED PHYSSICS, vol. 98, ISSN: 0021-8979, doi:
10.1063/1.1978969

192

2005

Contributo in Atti di convegno

La Via F, Roccaforte, F., Di Franco, S., Ruggiero, A., Neri, L., Reitano, R.,
Calcagno, L., Foti, G., MMauceri, Leone, S., Pistone, G., Abbondanza, G.,
Abbagnale, G., Valente, G.L., Crippa, D. (2005). Effects of epitaxial layer
growth parameters on the defect density and on the electrical characteristics of
Schottky diodes. MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN: 1662-9752

193

2005

Contributo in Atti di convegno

Roccaforte, F., Giannazzo, F., Bongiorno, C., Libertino, S., La Via F, Raineri, V.
(2005). Ton-beam induced modifications of titanium Schottky barrier on 4H-
SiC. MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN: 1662-9752
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Contributo in Atti di convegno

194 2005 Ruggiero, A., Zimbone, M., Roccaforte, F., Libertino, S., La Via F, Reitano, R.,
Calcagno, L. (2005). Defect evolution in ion irradiated 6H-SiC epitaxial layers.
MATERIAL SCIENCE FORUM, ISSN: 1662-9752
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Titoli

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia
o all'estero

¢ Relazione su invito alla conferenza "Materials for Advanced Metallization 2001" su "Structural and
electrical characterization of titanium and nickel silicide contacts on silicon carbide"
dal 01-03-2001 al 04-03-2001

¢ Poster su invito alla conferenza "European Conference for Silicon Carbide and Related Materials 2004"
su "New Achievements on CVD Based Methods for SiC Epitaxial Growth"
dal 31-08-2004 al 04-09-2004

¢ Organizzazione Tutorial ECSCRM 2004
dal 31-08-2004 al 04-09-2004

¢ Relazione su invito alla conferenza "European Conference for Silicon Carbide and Related Materials
2006" su "Very High Growth Rate Epitaxy Processes with Chlorine Addition"
dal 01-09-2006 al 04-09-2006

¢ Partecipazione al Technical Programm Committe dell' ECSCRM 2008
dal 07-09-2008 al 11-09-2008

¢ Relazione su invito alla conferenza "MRS Spring Meeting 2010 Symposium B: Silicon Carbide -
Materials, Processing, and Devices" su "Evolution of Stacking Faults Defects During Epitaxial Growths:
Role of Surface Kinetics"
dal 07-06-2010 al 11-06-2010

¢ Partecipazione al Techinical Programm Committee del E-MRS Spring "Wide bandgap cubic
semiconductors: from growth to devices"
dal 07-06-2010 al 11-06-2010

¢ Relazione su invito alla Conferenza "European Conference for Silicon Carbide and Related Materials
2010" su "Evolution of Stacking Faults Defects During Epitaxial Growths: Role of Surface Kinetics".
dal 29-08-2010 al 02-09-2010

¢ Partecipazione Technical Programm Committee ECSCRM 2010
dal 29-08-2010 al 02-09-2010

¢ Relazione su invito alla Conferenza "E-MRS 2011 "Engineering of wide band gap semiconductor
materials for energy savings" su "Large Area Hetero-Epitaxial Growth of 3C-Si on Si"
dal 09-05-2011 al 13-05-2011

¢ Relazione su invito alla conferenza 220th ECS Meeting' Boston, 9-14 Ottobre 2011 dal titolo "High
Quality Cubic Silicon Carbide (3C-SiC) for MOS applications"
dal 09-10-2011 al 14-10-2011

¢ Relazione su invito alla conferenza "MRS Spring Meeting 2012 Symposium H: Silicon Carbide—
Materials, Processing, and Devices" dal titolo"Growth and Processing of heteroepitaxial 3C-SiC films
for electronic device applications"
dal 01-03-2012 al 04-03-2012

¢ Relazione su invito alla conferenza "European Conference for Silicon Carbide and Related Materials
2012" dal titolo "Fast growth rate epitaxy by chloride precursors"
dal 02-09-2012 al 06-09-2012

 Partecipazione allo Steering Committe della Conferenza ICSCRM
dal 01-01-2013 a oggi

¢ Relazione su invito alla conferenza "Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG 2013)" dal
titolo "Fast growth rate epitaxy by chloride precursors"
dal 10-06-2013 al 13-06-2013

¢ Co-Chair ICSCRM 2015
dal 04-10-2015 al 09-10-2015
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Relazione su invito alla conferenza "NUMEN Workshop 2015" dal titolo "Challenges of SiC technology
for high radiation hardness detectors".

dal 01-12-2015 al 02-12-2015

Partecipazione Technical Programm Committee ICSCRM 2017

dal 17-09-2017 al 22-09-2017

Relazione su invito alla conferenza "Material and Device Integration on Silicon for Advanced
Applications” symposium of EMRS Fall 2017" dal titolo "Growth of SiC on Si: challenges, experiments
and simulations"

dal 18-09-2017 al 21-09-2017

Relazione su invito alla conferenza "EMRS Spring Meeting 2018, Symposium “Materials research for
group IV semiconductors: growth, characterization and technological developments 11" dal titolo
"Reduction of 2D and 3D defects in 3C-SiC"

dal 18-06-2018 al 22-06-2018

Partecipazione Technical Programm Committee ECSCRM 2018

dal 02-09-2018 al 06-09-2018

Chair E-MRS Symposium X "Silicon carbide and related materials for energy saving applications"

dal 27-05-2019 al 28-05-2019

Direzione o partecipazione alle attivita di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale

Coordinamento attivita linea 5 JRA ENI-CNR sulla fusione nucleare
dal 01-01-2019 a oggi

Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche
o private

Contratto di sviluppo di etero-epitassia Si/3C_SiC/Si con STMicroelectronics.

dal 01-01-2011 al 31-12-2011

Contratto di ricerca e consulenza stipulato con Bridgestone per lo sviluppo di processi di crescita
epitassiale su substrati e caratterizzazione su epitassie.

dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Contratto stipulato con ETC Srl per I'esecuzione del programma di ricerca "Caratterizzazione di processi
di crescita di strati epitassiali di Carburo di Silicio su per la riduzione a zero dei difetti provenienti dal
substrato"

dal 01-10-2012 al 30-06-2013

Contratto di ricerca e consulenza con ETC Srl per I'esecuzione del contratto di ricerca
"Caratterizzazione morfologica e strutturale degli strati depositati di SiC/Si su strutture colonnari"

dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Contratto di ricerca e consulenza con STMicroelectronics sulla crescita del SiC

dal 01-01-2014 a oggi

Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

Coordinatore progetto PON "Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico Alta Formazione" 2000-2006 per
la relizzazzione di una facility tecnologica presso il CNR-IMM

dal 01-01-2002 al 01-01-2006

Coordinamento del progetto CHALLENGE ( H2020-EU.2.1.3. - INDUSTRIAL LEADERSHIP -
Leadership in enabling and industrial technologies - Advanced materials). Al progetto partecipano 14
partner da Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, Svezia, Italia e Giappone.

dal 01-01-2017 a oggi

Coordinamento del progetto SiC nano for picoGeo (FETOPEN-01-2018-2019-2020 - FET-Open
Challenging Current Thinking ). Al progetto partecipano 7 partner da Francia, Germania, Belgio e Italia
dal 01-11-2019 a oggi

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio
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Partecipazione Editorial Board Micromachines (MDPI)
dal 01-01-2019 a oggi

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Partecipazione al Colleggio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze dei Materiali e
Nanotecnologie - Ciclo XXXIII - Universita di Catania
dal 15-05-2017 a oggi

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

Caratterizzazione avanzata di strati epitassiali di 3C-SiC epitassiale mediante TEM e figure polari. -
Progetto ManSiC - Universita di Tessalonica (Grecia)

dal 01-03-2008 al 04-03-2008

Partecipazione al Tutotrial del'ECSCRM 2012 a Pietersbourg su "Growth of SiC - from bulk crystals to
thin layers" IOFFE Institute

dal 02-09-2012 al 02-09-2012

Partecipazione al Tutorial del'lECSCRM 2018 organizzato dall'Universita di Warwick (UK) con una
lezione dal titolo "Silicon Carbide Bulk and Epitaxy Material,

A comparison between 3C-SiC and 4H-SiC".

dal 02-09-2018 al 02-09-2018

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione
di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti

Brevetto italiano con STMicroelectronics su "PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI CONTATTI
OHMICI SU CARBURO DI SILICIO CON MIGLIORATE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
ED ELETTRICHE DELL'INTERFACC IA"

dal 01-07-2003 al 31-07-2003

Brevetto italiano con STMicroelectronics "Tecniche per incrementare la stabilita’ termica di strati di
siliciuro di cobalto (CoSi2) su silicio tramite impianto ionico di elementi leggeri "

dal 01-12-2005 al 31-12-2005

Brevetto Europeo e USA con STMicroelectronics relativo a "Process for manufacturing a Schottky
contact on a semiconductor substrate"

dal 01-03-2006 al 01-08-2006

Brevetto italiano, europeo e in USA su "SEMICONDUCTOR SUBSTRATE SUITABLE FOR THE
REALISATION OF ELECTRONIC AND/ OR OPTOELECTRONIC DEVICES AND RELATIVE
MANUFACTURING PROCESS" con lettera di interesessi di LPE/ETC

dal 01-01-2007 al 01-01-2015

Brevetto USA su "Manufacture of wafers of wide energy gap semiconductor material for the integration
of electronic and/or optical and/or optoelectronic devices"

dal 01-07-2012 al 31-07-2012
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